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I. Grundlage des Berichts 

1 Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dmAnmektoamt^ 
' Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Benchts ^ffP^ 
eingereichfund sind ihm nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten (Regeln 70. 16 and 70. 17)). 



Beschreibung, Seiten 

1 , 2, 4-27 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

3j 3a eingegangen am 28.06.2004 mit Telefax 

Anspruche, Nr. 

-I _ 40 eingegangen am 28.06.2004 mit Telefax 
Zeichnungen, Blatter 

1/12-12/12 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

2 Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die Internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser e.ngereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um: 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3 Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
" Internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkl hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 
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5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regei 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufugen.) 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

V. Begrundete Feststellung nach Artikei 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1 -1 8,21 ,23,24,32,36,37 

Nein: AnsprGche 19-20,22,25-31,33-35,38-40 
Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: AnsprQche 

Nein: Anspruche 1-40 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Anspruche: 1 -40 

Nein: AnsprQche: 

2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 
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Zu Punkt V 

1 . Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1: EP0280905 
D2: US5895233 
D3: XP1 0232226 

1.1 Das Dokumente D4 wurde im internationalen Recherchenbericht nicht 

angegeben. Eine Kopie des Dokuments liegt bei. 

D4: US4232814 

2. Klarheit 1,19, 24, 25, 26, 32, 34, 36 und 38 

2.1 Die Anspruchgruppen (1 , 37, 39 ) und (1 9, 34, 38, 40) wurden zwar als 
getrennte, unabhangige Anspriiche abgefaBt, sie scheinen sich aber 
tatsachlich auf ein und denseiben Gegenstand zu beziehen und 
unterscheiden sich voneinander offensichtlich nur durch voneinander 
abweichende Definitionen des Gegenstandes, fur den Schutz begehrt wird 
bzw. nur durch die fur die Merkmale dieses Gegenstandes verwendete 
Terminologie. Somit sind die Anspriiche nicht knapp gefaBt. Ferner mangelt 
es den Anspruchen insgesamt an Klarheit, da es aufgrund der Vielzahl unab- 
hangiger Anspriiche schwierig, wenn nicht unmoglich ist, den Gegenstand 
des Schutzbegehrens zu ermitteln, und damit Dritten die Feststellung des 
Schutzumfangs in unzumutbarer Weise erschwert wird. 

Aus diesem Grund erfiillen die Anspriiche (1 , 37, 39 ) und (19, 34, 38, 40) 
nicht die Erfordernisse des Artikels 6 PCT. 

2.2 Die Kategorie der Anspriiche 19, 20, 24, 25, 26, 32, 34, 36 und 38 ist nicht 
War, da hier versucht wird eine Vorrichtung durch Prozessschritte zu 
definieren. Dies lasst den Leser im unkiaren dariiber, welches Merkmal ein 
"notwendiges" ist und welches nicht. Er wird angezweifelt, dass man in dem 
endgultigen Verbundelement erkennen kann, aufwelche Art das binaren 
Stoffsystem aufgebracht wurde (aufgedampft, sputtern etc.) Streicht man 
das Verfahrensmerkmal aus Anspruch 19 ist diesen Gegenstand nicht neu 
verglichen mit der Lehre von D1 Oder D4. Entsprechende Bemerkungen 
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gelten fur die obigen Vorrichtungsanspruche , wenn man die 
Verfahransmerkmale aus ihnen streicht. Daher entsprechen diese 
Anspruche nicht den Anforderungen des Art. 6 PCT. 

2.3 Die Merkmale, die in den Anspruchen 1,19, 34, 36, 37, 38, 39 und 40 auf 

das Wort "insbesondere" folgen sind optimale Merkmale und haben keine 
einschrankende Wirkung auf den Schutzmfang des jeweiligen Anspruchs. 
Optionale Merkmale sollen in Unteranspruchen formuliert werden. Daher 
entsprechen diese Anspruche nicht den Anforderungen des Art. 6 PCT. 

3. Erfinderische Tatigkeit Anspruche 1 , 36, 37 

3.1 D1 (Spalte 4: Zeilen 47-58, Abbildungen 2 und 7 ) beschreibt ein Verfahren 
zum Verbinden von zumindest zwei Substraten(10, 12), i nsbesondere mit 
elektrischen, halb l eitenden und mechan i schen Dau o lom o nton , umfassend 
die Schritte: 

-Bereitstellen eines ersten Substrats (1 0) 

-Erzeugen eines rahmengeformeten Verbindungselementes (32) in Form 
eines Rahmens auf einer ersten Oberflache des ersten Substrats (10), 
wobei als Material fur den Rahmen ein binares Stoffsystem, ein Glas oder 
ein glasartiges Material verwendet wird und das binare Stoffsystem, das 
Glas bzw. das glasartige Material aufgesputtert wird. 
-Bereitstellen eines zweiten Substrats (12) 

und Verbinden des ersten (10) und zweiten (12) Substrats mittels des 
Verhindungselements, wobei zwischen dem ersten und zweiten Substrat 
und innerhalb des Rahmens eine Kavitat (38) gebildet wird. 

3.2 Fur den Fachmann sind Sputtern und Aufdampfen zwei alternative PVD- 
verfahren. Er wiirde ohne weiteres ein Aufdampfen verfahren einsetzen, urn 
die Glasschicht in D1 herzustellen (siehe D3). 
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3.3 

4. 
4.1 
4.1.1 



4.1.2 

4.2 Neuheit Anspruche 39 und 40 
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Deshalb scheinen Anspruche 1 , 36 und 37 die Erfordemisse des Artikels 
33(3) nicht zu erfullen. 

Neuheit Anspruche 19, 34, 38, 39, 40 

Neuheit Anspruche 19, 34 und 38 

D1 (Spalte 4: Zeilen 47-58, Abbildungen 2 und 7 ) offenbart ein 
Verbundelement insbesondei e mit e l elct i i schen, halbleitendcn und 
mechanisehen Dauelementen , t nsbesondere herge stellt mit einom 
Verfahren nach einom der vorstohenden Anspruch o umfassend ein erstes 
Substrat (10) ein Verbuindungselement (32) auf einer ersten Oberflache 
des ersten Substrats(IO), wobei das Verbindungselement( 32) ein Rahmen 
aus einem binaren Stoffsystem, einem Glas oder einem glasartigen Material 
ist und ein zweites Substrat( 12), wobei das erste(10) und zweite (12) 
Substrat mittels des Verbindungselements (32) verbunden sind. Deshalb 
scheinen Anspruche 1 9, 34 und 38 die Erfordemisse des Artikels 33(2) 
nicht zu erfullen. 

In D4( Spalte 3: Zeilen 60-63, Abbildung 1) wird ein Au-Sn Legierung 
benutzt (binares Stoffsystem). Deshalb ist D4 neuheitsschadlich fur den 
Anspruchen 19, 34 und 38. In D2 wird ein Lotzinn benutzt. Oblicher Lotzinn 
bestehet aus einem binaren Stoffsystem (z.B PB-Sn), deshalb ist D2 in 
Bezug auf die erfinderische Tatigkeit fur die Anspruchen 19, 34 und 38 
schadlich. 
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4.2.1 D4 (Anspruch 1 , Abbildung 1) offenbart implizit ein Verfahren zum 
Verbinden von zumindest zwei Substraten i nsbesondere mit elektrischeri T 
halbleitenden Bauelementen, umfassend die Schritte: 

-Bereitstellen eines ersten Substrats(lO), Erzeugen eines 
Verbindungselements (1 1) auf einer ersten Oberflache des ersten Substrats 
und verbinden des ersten und zweiten Substrats (Implizit) mittels des 
Verbindungselements(11), wobei als Verbindungselement eine Mehrzahl 
vom ineinander geschachlteiten Rahmen erzeugt wird. Deshalb scheint 
Anspruch 39 die Erfordernisse des Artikels 33(2) nicht zu erfullen. 

4.2.2 D4 beschreibt auBerdem, den durch das Verfahren des Anspruchs 39 
dargestellten Gegenstand. Deshalb scheint Anspruch 40 die Erfordernisse 
des Artikels 33(2) nicht zu erfullen. 

5.0 Die abhangigen Anspruche 2-18, 20-33, 35 enthalten keine Merkmale, die 
in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich 
beziehen, die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit bzw. 
erfinderische Tatigkeit erfullen. Die Grunde dafur sind die folgenden: 

5.1 D1 (Spalte 4: Zeilen 47-58, Abbildung 7) beschreibt, dass das 
Verbindungselement (32) als Rahmen auf der ersten Oberflache des ersten 
Substrats aufgesputtert wird. Fur deh Fachmann sind Sputtern und 
Aufdampfen alternative PVD-Verfahren. Er wurde ohne weiteres ein 
Aufdampfverfahren einsetzen, um die Glasschicht in D1 herzustellen (siehe 
D3). Deshalb scheinen die Anspruchen 2-4 die Erfordernisse des Artikels 
33(3) nicht zu erfullen. Ausserdem scheint der Anspruch 20 wegen des 
unter Punkt 2.2 aufgelisteten Klarheitsmangels die Erfordernisse des 
Artikels 33(2) nicht zu erfullen. 



Formblatt PCT/Beiblatl/409 (Blatt4) (EPA-Aprll 1997) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/03907 
PRUFUNGSBER1CHT - BEIBLATT 



D2 (Spalte 2: Zeilen 21-25, Spalte 4: Zeilen 53-57) beschreibt ein 
Verfahren, wobei innerhalb des Verbindungselements (16,16a) ein oder 
mehrere Stutzelemente (43) auf der ersten Oberflache des ersten 
Subtstrats erzeugt werden. Der Fachmann wurde ohne weiteres der 
Abstandshalter von D2 in D1 benutzen, urn den Abstand wahrend des 
Bondens kontrollieren zu konnen. Deshalb scheint der Anspruch 5 die 
Erfordernisse des Artikels 33(3) nicht zu erfullen. Ausserdem scheint der 
Anspruch 21 wegen des unter Punkt 2.2 aufgelisteten Klarheitsmangels und 
des allgemeinen Fachwisses unter Punkt 4.1 .2 in Bezug auf D2 die 
Erfordernisse des Artikels 33(3) nicht zu erfullen. 

Der Fachmann wurde ohne weiteres das Doppelverglasungsprinzip in 
einsetzen um ein ein Hohlraum gegen den Ausenweld abzudichten (wie z.B 
in D1). Deshalb scheint der Anspruch 6 die Erfordernisse des Artikels 33(3) 
nicht zu erfullen. D4(Anspruch 1, Abbildung 1) offenbart ein 
Verbindungselement umfassend eine Mehrzahl von ineinander 
geschaltelten Rahmen. Deshalb scheint der Anspruch 22 wegen des unter 
Punkt 2.2 aufgelisteten Klarheitsmangels und wegen Punkt 4.1 .2 in Bezug 
auf D4 die Erfordernisse des Artikels 33(2) nicht zu erfullen. 

D1 (Spalte 4: Zeilen 47-58) beschreibt ein Verfahren, wobei der Schritt des 
Erzeugens des Verbindungselements ein Aufsputtern eines binaren 
Stoffsystems (Bbrosilikat) umfasst. Fur den Fachmann sind Sputtern und ' 
Aufdampfen alternative PVD-Verfahren. Er wurde ohne weiteres ein 
Aufdampfverfahren einsetzen, um die Glasschicht in D1 herzustellen (siehe 
D3). Deshalb scheint der Anspruch 7 die Erfordernisse des Artikels 33(3) 
nicht zu erfullen. 
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5.5 D2(Spalte 2: Zeilen 50-62, Abbildung 8(a)-8(g)) beschreibt ein Verfahren, 
wobei das binaren Verbindungselement aus einem binaren Stoffsystems 
(Lotzinn z.B Pb-Sn) durch eine Maske aufgesputtem und strukturiert wird 
(Lift-off Technik). Der Fachmann wOrde ohne weiteres diese Methods 
benutzen, urn das Verbindungselement aus Glass (32) in D1 zu 
strukturieren. Deshalb scheinen die Anspriiche 8 und 9 die Erfordernisse 
des Artikels 33(3) nicht zu erfiillen. Ausserdem scheinen die Anspriiche 23 
und 24 wegen des unter Punkt 2.2 aufgelisteten Klarheitsmangels und des 
allgemeinen Fachwisses unter Punkt 4.1.2 in Bezug auf D2 die 
Erfordernisse des Artikels 33(3) nicht zu erfullen. 

5.6 D1 (Anspruch 1 , Abbildung 3) beschreibt, dass das Verbindungselement und 
das zweite Substrat gebondet werden. D2(Spalte 2:Zeilen 50-62) 
beschreibt, dass das Verbindungselement und das zweite Substrat verlotet 
werden. Beides sind fur den Fachmann ubliche Verfahren, urn zwei 
Substrate hermetisch miteinander zu verbinden. Deshalb scheint der 
Anspruch 10 die Erfordernisse des Artikels 33(3) nicht zu erfullen. 
Ausserdem scheint der Anspruch 25 wegen des unter Punkt 2.2 
aufgelisteten Klarheitsmangels die Erfordernisse des Artikels 33(2) nicht zu 
erfullen. 

5.7 D1 (Anspruch 1 , Abbildung 3) beschreibt, dass das Verbindungselement und 
das zweite Substrat mittels anodischen Bondings verbunden werden. 
Deshalb scheinen die Anspriiche 1 1 die Erfordernisse des Artikels 33(3) 
nicht zu erfullen. Ausserdem scheint der Anspruch 26 wegen des unter 
Punkt 2.2 aufgelisteten Klarheitsmangels die Erfordernisse des Artikels 
33(2) nicht zu erfullen. 
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5.8 D1 (Anspruch 1 , Abbildung 1 ) beschreibt ein Verfahren wobei das erste (1 0) 
und das zweite (12) Substrat einen ersfen bzw. zweiten Wafer umfasst, auf 
der ersten Oberflache des ersten Wafers eine Vielzahl von lateral 
benachbarten Verbindungselementen (32) erzeugt werden und nach dem 
Verbinden des ersten und zweiten Wafers zu einem Waferverbund, der 
Waferverbund in einzelne Chips zerteilt wird. Deshalb scheint der Anspruch 
12 die Erfordernisse des Artikels 33(3) nicht zu erfullen. Ausserdem scheint 
der Anspruch 27 wegen des unter Punkt 2.2 aufgelisteten Klarheitsmangels 
die Erfordernisse des Artikels 33(2) nicht zu erfullen. 

5.9 D1(Spalte 6:Zeilen 4-14) beschreibt, ein Verfahren nach Anspruch 1 wobei 
zwischen dem ersten und zweiten Substrat und innerhalb des Rahmens 
eine hermetische Kavitat gebildet wird. Deshalb scheinen die Anspruche 13 
die Erfordernisse des Artikels 33(3) nicht zu erfullen. Ausserdem scheinen 
die Anspruche 28 und 29 wegen des unter Punkt 2.2 aufgelisteten 
Klarheitsmangels die Erfordernisse des Artikels 33(2) nicht zu erfullen. 

5.10 D1 (Abbildung 6 und 7) beschreibt ein Verfahren nach Anspruch 1, wobei 
auf der ersten Oberflache des ersten Substrats Leiterbahnen (54) 
angeordnet sind und das Verbindungselement (32) derart auf die erste 
Oberflache aufgesputtert wird , dass die Leiterbahnen (54) zumindest 
teilweise abgedeckt werden. Fur den Fachmann sind Sputtem und 
Aufdampfen alternative PVD-Verfahren. Er wurde ohne weiteres ein 
Aufdampfverfahren einsetzen, um die Glasschicht in D1 herzustellen (siehe 
D3). Deshalb scheint der Anspruch 14 die Erfordernisse des Artikels 33(3) 
nicht zu erfullen. Ausserdem scheint der Anspruch 30 wegen des unter 
Punkt 2.2 aufgelisteten Klarheitsmangels die Erfordernisse des Artikels 
33(2) nicht zu erfullen. 
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5.1 1 D1 (Abbildung 6 und 7) beschreibt, dal3 sich die Leiterbahnen (54) lateral 
und vertikal durch das Verbindungselement hindurch erstrecken. Deshalb 
scheint der Anspruch 15 die Erfordernisse des Artikels 33(3) nicht zu 
erfullen. Ausserdem scheint der Anspruch 31 wegen des unter Punkt 2.2 
aufgelisteten Klarheitsmangels die Erfordernisse des Artikels 33(2) nicht zu 
erfullen. 

5.1 2 Der Fachmann wurde ohne weiters das Glasschicht planarisieren, um 
optimale Voraussetzungen fur das anodische Bonden zu erhalten. Deshalb 
scheinen die Anspruche 16 und 32 die Erfordernisse des Artikels 33(3) nicht 
zu erfullen. 

5.1 3 D1 (Spalte 5: Zeilen 45-49, Spalte 7: Zeilen 7-1 5) beschreibt ein Verfahren 
nach Anspruch 1 , wobei Justierelemente auf der ersten Oder einer zweiten 
Oberflache des ersten Substrats erzeugt werden, wobei die zweite 
Oberflache der ersten Oberflache gegeniiberliegt. Deshalb scheint der 
Anspruch 1 7 die Erfordernisse des Artikels 33(3) nicht zu erfullen. 
Ausserdem scheint der Anspruch 33 wegen des unter Punkt 2.2 
aufgelisteten Klarheitsmangels die Erfordernisse des Artikels 33(2) nicht zu 
erfullen. 

D1 (Abbildung 6,7) beschreibt ein Verfahren nach Anspruch 1 wobei eine 
Vielzahl von Substraten (10,12) zu einem Stapel verbunden werden. 
Deshalb scheint der Anspruch 18 die Erfordernisse des Artikels 33(3) nicht 
zu erfullen. Ausserdem scheint der Anspruch 35 wegen des unter Punkt 2.2 
aufgelisteten Klarheitsmangels die Erfordernisse des Artikels 33(2) nicht zu 
erfullen. 



5.14 
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Das - Dokument EP 0 280 905 ' beschreibt ein' verf ahren zum 
Herstellen von Drucksensoren, bei welchem eine Borosilikat- 
Glasschicht . auf. einem Siliziumwaf er gebildet wird. Die ' 
Glasschicht ist als Matrix beschrieben, welche die 
5 entsprechenden Sensorchips und eine leitfahige Schicht 
bedeckt. Die Borosilikat-Glasschicht wird jedoch durch 
Sputtern auf der Oberflache des Siliziumsensorwaf ers • 
gebildet. Mittels Sputtern ist es grundsatzlich schwierig und 
aufw&ndig gr&Sere Schichtdicken zu erzeugen. Es wird zwar 
10 eine Schichtdicke von 5/zm erwahnt, jedoch. geht dies beim 
sputtern typischerweise mit einer atarken Erwarmung des 
Substrats einher, so dass Ixierdurch weitere Schwierigkeiten 
entstehen konnen. 

15 .Das Dokument US 5,825,233 beschreibt ein Mikrogehause fur 
Inf rarotchips , bei welchem eine Lotmittel schicht mittels 
Vakuum-Abscheidung und Lift -Of f -Technik oder Atzen oder 
mittels einer Maske aufgebracht wird. Ein Lotmittel bringt • 
jedoch z.B. die Gefahr von Verunreinigungen mit sich. 



20 
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Das Dokument „ Anodic Bonding .Technique under Low- temperature 
and Low- voltage using Evaporated Glass" von Woo-Beom Choi, 
gtfc international Vacuum Microelectronics Conference, 
St. Petersburg 1996 , beschreibt ein Verf ahren, bei welchem 
eine GlaBschicht mittels Elektronenstrahlverdampfung auf 
einem Siliziumwaf er aufgebracht wird. Die Anwendung dieses 
Verfahrens ist jedoch begrenzt. 

Jedenfalls besteht nach.wie vor ein groSer Bedarf an 
30 vielseicigen und verbesserten Verb indungsverf ahren . 
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Allgemeine Beschreibung der Erfindung 

Die Erfindung hat sich daher die Aufgabe gestellt, ein 
Verbindungsverf ahren bereit zu, stellen, welches kosterigunstig 
5 und vielseitig einsetzbar . ist , insbesondere schnell und 
effizient. arbeitet . . 

Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, ein 
Verbindungsverf ahren bereit zu stellen, welches hinsichtlich 
10 der zu verbindenden Bauelemente oder Substrate im 

Wesentlichen materialunabhangig und insbesondere auch fur 
empf indliche Substrate geeignet ist . 

IToch eine Aufgabe der Erfindung ist es, ein ■ 
15 Verbindungsverf ahren bereit zu stellen, welches eine hohe 

chemische und/oder physikalische Stabilitat der Verbindung . 
aufweist und eine dauerhaft dichte Verbindung gewahrleistet • 

Noch eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, ein 
20 Verbindungsverf ahren bereit zu stellen, welches die Erzeugung 
von Hohlraumen oder Kavitaten gestattet. . . 

Noch eine Aufgabe -der Erfindung ist es, ein 
Verbindungsverf ahren bereit zu stellen,- welches nicht 
25 lediglich fur elektrische und elektronische Bauelemente, 
sondern auch fur optische, elektro-optische, elektro- 
mechanische und/oder opto-elektro-mechanische Systeme 
geeignet ist . 
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Patentanspruche : 



1. ' Verfahren zum Verbinden von zumindest zwei Substraten, 
5 insbesondere mit elektrischen, halbleitenden, 

mechanischen und/oder optischen Bauelementen, unifassend 
die Schritte 

Bereitstellen eines ersten Substrats, 
Erzeugen eines Veribindungeelements in Form eines 
10 Rahmehs auf einer ersten Oberf lache des ersten • 

Substrata, wobei als Material fur den Rahraen ein binares 
Stof f By-stem, ein Glas oder ein glasartiges Material 
verwendet wird und das binare Stof f system, das Glas bzw. 
das glaBartige Material aufgedampft wird, 
15 Bereitstellen eines zweiten Substrats und 

Verbinden des ersten und zweiten Substrats mitt els 
des Verbindungselements. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, 

20 wobei das verbindungselement auf der ersten Oberflache 

des ersten Substrats. abgeschieden wird und sich beim 
Abscheiden mit dem .ersten Substrat verbindet . 

3. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspruche, 

25 wobei das Verbindungselement auf die erste Oberflache 

des ersten Substrats aufgedampft wird. 

4'. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspruche, 

wobei als . Verbindungselement ein Rahmen aufgedampft 
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wird. 

5. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspruche, 

wobei innerhalb des Verbindungselement s ein oder mehrere 
5 Stutzelemente auf der ersten Oberfl&che des ersten 

Substrata erzeugt werden. 

6. Verf ahren nach einem der vorstehenden Anspruche, 
wobei als Verbindungselement eine Mehrzahl von 

10 ineinander geschachtelten Rahmen aufgedampft wird. 

7. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspruche, 
wobei der Schritt des Erzeugens des Verbindungs elements 
ein Aufdampfen eines binaren Stoff systems umfasst. 

15 

8; Verfahren nach einem der vorstehenden Anspruche , 

■ wobei als Verbindungs element eine - Glasschicht durch eine 
• Maske aufgedampft und strukturiert wird. 

20 9. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspruche, 

wobei das Verbindungs element mittels Lif t~of f -Technik 
strukturiert wird. 

10. * Verfahren nach einem der vorstehenden' Anspruche, 

25 wobei das Verbindungselement und das' zweite Substrat 

verklebt, verlotet oder gebondet werden. 

11. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspruche, 
wobei" das Verbindungselement und das zweite Substrat 

3 0 mittels anodischem Bonding, Fusion Bonding, Sol-Gel - 

Bonding oder Low-Temperature-Bonding verbunden werden. 

12. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspruche, 
wobei 

3 5 das erste und zweite Substrat eirien ersten bzw. 
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zweiten Wafer umfasst, 

'auf der ersten Oberflache des ersten Wafers eine" 
Vielzahl von lateral benachbarten Verbindungselementen 
erzeugt werden und 
5 nach dem Verbinden des ersten. und gweiten Wafers su 

einem Waf erverbund, der Waf erverbund. in einzelne Chips 
serteilt wird. 

13- Verfahren nach einem der vorstehenden Anspruche, 
10 wobei zwischen dem ersten und zweiten Substrat und 

innerhalb des Rahmens eine Kavitat gebildet wird. 

14. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspruche, 
wobei auf der ersten Oberflache des ersten Substrata 

' is Leiterbahnen angeordnet sind und das Verbindungselement 

derart auf die erste Oberflache aufgedanrpft wird, dass " 
die Leiterbahnen zumindest teilweise abgedeckfc werden. 

15 . Verfahren nach einem der vorstehenden AnsprQche , 
2 0 wobei sich die Leiterbahnen lateral oder vertikal durch 

daB Verbindungselement hindurch srstrecken. 

15. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspruche/ 
wobei das Verbindungselement nach dem Erzeugen auf der 

25 ersten Oberflache des ersten Substrats planarisiert 

wird. 

17. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspruche, 

wobei JuBtierelemente auf der ersten oder einer zweiten 
30 oberflache des ersten Substrats erzeugt werden, wobei 

die zweite Oberflache der ersten Oberflache 
gegenuberliegt • 

• ** 18. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspruche, 
35 wobei eine Vielzahl von Substraten zu einem Stapel- 
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verbunden werden. 

19. Verbundelement, insbesondere mit elektrischen, 
elektronischen, halbleitenden, mechanischen und/oder 

5 optischen Bauelementen, insbesondere hergestellt mit 

einem Verfahren nach einem der vorstehenden Anspriiche, 
umfassend 

ein erstes Substrat, 

ein Verbindungselement auf-einer ersten Oberflache 
10 des ersten Substrats, wobei das Verbindungselement ein 

Rahmen aus einem binaren Stoff system, einem Glas oder 
einem glasartigen Material ist und das 

Verbindungselement auf der ersten Oberflache des ersten 
Substrats aufgedampft ist, 
15 ein zweites Substrat r 

wobei das erste und zweifce Substrat mit tele 
des Verbindungselements verbunderi sand - 

20. Verbundelement nach Anspruch 19, 

2 0 wobei das Verbindungselement auf der ersten Oberflache 

des* ersten Substrats abgeschieden und mit dem ersten 
Substrat verbunden ist. 

21. Verbundelement nach einem der Vorstehenden Anspriiche, 

25 wobei innerhalb des Verbindungselements ein oder mehrere 

Stutzelemente auf der ersten Oberflache des ersten 
Substrats angeordnet sind. 

22. Verbundelement nach einem der vorstehenden Anspriiche, 
30 wobei als Verbindungselement eine Mehrsahl von 

ineinander geschachtelten Rahmen umfasst. 



35 



23. Verbundelement nach einem der vorstehenden Anspruche, 
wobei das Verbindungselement eine strukturierte 
Glasschicht umfasst. 
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Verbundelement nach einem der vorstehenden Anspruche, 
wobei das Verbindungs element strukturiert ist und die 
Strxikturierung eine mittel9 Lif t-of f -Technik entetandene 
- Strukturierung ist. 

Verburidelement nach. einem der vorstehenderi AnsprOche, 
wobei das Verbindungs element und das zweite Substrat 
miteinander verklebt, verlotet oder gebondet sind. 

Verbundelement nach einem der vorstehenden Anspriiche, 
wobei das Verbindungs element und das zweite Substrat- 
verbunden sind und die Verbindung eine mittels 
anodischem Bonding, Fusion Bonding , Sol -Gel -Bonding oder 
Low- Temperature -Bonding entstandene Verbindung ist. 

Verbundelement nach einem der -vorstehenden Anspruche, 
wobei 

das erste und zweite Substrat einen ersten bzw. 
zweiten Wafer umfasst,- 

auf der ersten Oberflache des ersten Wafers eine 
Vielzahl von lateral benachbarten Verb indung s e 1 eme nt en . 
angeordnet sind und 

die Verbindungselemente mit einer Oberflache des 
zweiten Substrata verbunden sind. 

Verbundelement nach einem der vorstehenden Anspruche, 
wobei zwischen dem ersten und zweiten Substrat und 
innerhalb des Rahmens eine Kavitat gebildet. 

Verbundelement nach Anspruch 29, 

wobei die Kavitat hermetisch abgeschlossen ist. 

Verbundelement nach einem der vorstehenden Anspruche, 
wobei auf der ersten Oberflache des ersten Substrats 
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Leiterbahnen angeordnet b ind, welche yon "dem 
Verbindungsel ement zumindest teilweise abgedeckt sind. 

31, Verbundelement nach einem der vorstehenden Anspruche, 
5 wobei sich die Leiterbahnen lateral oder vertikal durch 

da3 Verbindungsel ement hindurch erstrecken. 

. 32. Verbundelement nach einem der vorstehenden Anspruche, 

wobei zumindest eine Oberflache das Verbindungsel emerits 
10 planarisiert ist. 

33. Verbundelement nach einem der vorstehenden AnBpruche, 
wobei Justierelemente auf der ersten oder einer zweiten 
■Oberflache des ersten Substrata angeordnet sind, wobei 

15 die zweite Oberflache der ersten Oberflache 

gegenuberliegt . 

34. Zwischenerzeugnis zur Herstellung eines Verbundelements 
nach einem der "vorstehenden Anspruche, insbesondere* mit 

20 elektrischen, elektronischen, halbleitenden., 

mechanischen und/odsr optischen Baueleraenten, umfassend 
ein erstes Substrat, 

ein Verb indungs element auf einer ersten oberflache 
des ersten .Substrata, wobei das Verb indungs element ein 
2 5 Rahmen aus einem binaren Stoff system, Glas oder einem 

glasartigen Material ist und das Verb indungs element auf 
• der ersten Oberflache des ersten Substrate aufgedampf t 
ist und 

wobei das Verbindungselement derart 
30 ausgebildet ist, dass das erste Substrat mittels des 

Verbindungsel ements mit einem zweiten Substrat 
verbindbar ist. 

35. St apel -Verbundelement, umfassend Vielzahl von 

35 verbundelement en nach einem der vorstehenden Anspruche, 
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welche miteinander verbunden sind. 

Verwendung einer auf gedampf ten Struktur in Form eines 
Rahmens aus einem binaren S toff system, einem Gla9 oder 
einem glasartigen Material zum Verbinden von zwei 
Substraten, als Abstandshalter zwischen zwei Substraten 
oder als Justierelement, insbesondere gemafi einem 
Verfahren und/oder zur Herat ellung eines Verbundelernents 
nach einem der yorstehenden Anspriiche. 

Verfahren zum Verbinden von Substraten mit elektrischen 
oder optischen Bauelementen, insbesondere nach einem der 
vorstehenden Anspruche, wobei 

ein erstes und zweites Substrat bereitgestellt 
warden, 

in einem ersten Schritt ein Rahmen auf zumindest 
eine Oberflache des ersten Substrats aufgebracht wird, 
wobei als Material fur den Rahmen Glas verwendet wird 
und das Glas aufgedampft wird, und 

in einem zwei ten nachf olgenden Schritt eine 
Oberflache des zweiten Substrats mit dem Rahmen 
verbunden oder gebondet wird, wobei zwischen dem ersten 
und zweiten Substrat und innerhalb- des Rahmens eine 
Kavit&t gebildet wird. 

Verbundelement , insbesondere mit elektrischen oder 
optischen Bauelementen auf einem Substrat, insbesondere 
nach einem der vorstehenden Anspriiche, umfassend 
ein erste'g und zweites Substrat, 
zumindest einen Rahmen, welcher auf einer 
Oberflache des ersten- Substrats aufgebracht 1st, wobei 
der Rahmen eine strukturierte Glasschicht umfasst, 
welche aufgedampft ist und 

einen Verbindungsbereich, in welchecn eine 
Oberflache des Rahmens mit eiher Oberflache des zweiten 
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Substrats verbunden Oder gebondet ist, 

wobei eine Kavit&t zwis'chen dem ersten und 
zweiten Substrat innerhalb des Rahmens gebildet ist. 

5 39 m verf ahren ' eum Verbinden von zumindest zwei Substraten, 
insbeBondere mit elektrischen, halbleitenden, 
mechanischen und/oder optischen Bauelernenten, umfassend 
die Schritte 

Bereitstellen eines ersten Substrats, 
10 . Erzeugen eines Verbindungselements auf einer ersten 

Oberflache des ersten Substrate, 

Bereitstellen eines • zweiten substrats und 
Verbinden des ersten und zweiten Substrats mittels 
. des Verbindungselements, 
15 wobei als Verb in dungs element eine Mehrzahl von 

ineinander geschachtelten Rahmen erzeugt wird. 

40. Verbundelement, insbesondere mit elektrischen, 

elektronischen, halble'itenden, mechanischen und/oder 

2 0 optischen Bau element en, insbesondere hergestellt mit 

einem Verf ahren nach einem der vorstehenden Anspruche, 
umfassend 

ein erates Substrat, 

ein Verbindungeelement auf einer ersten Oberflache 
25 des ersten Substrats, 

ein zweites Substrat, 

wobei das. erste und zweite Substrat mittels 
des Verbindungselements verbunden sind und 

wobei als Verbindungselement eine Mehrzahl von 

3 0 ineinander ■ geschachtelten Rahmen vorgesehen ist. 
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